('c travail a été structuré comme suil :
o Détermination du modele électrique du MESFET

Aprés un premier chapitre sur des notions sur le MESIFET, nous traitons au second
chapitre de la modélisation de ce type de transistor. En effet, dans cette partie, nous
proposons une méthode d’extraction des paramétres du schéma équivalent du MESFET a
parlir de scs parametres de répartition mesurés. l.e modele adopté est le plus utilisé en micro-

ondes. il comporte quinze paramétres.

* Notions sur fa théorie des quadrip6les et analyse des amplificateurs distribués

[ amplilicateur distribué est conslitué essentiellement de deux lignes artificielles qui sont
des liltres passe-bas en échelle. Pour cela des notions sur la théorie des quadripoles
(parametres images d’un quadripdle, filtres k-constants, filtres m-dérivés ele...) ont ¢t
dévcloppées au troisiéme chapitre.
A parlir de cette théorie de base, une analyse détailléc des caractéristiques et performances des

amplificatcurs distribués en micro-ondes a €€ traitée au chapitre quatre,

¢ Conception d’un amplificateur distribué

f.c dernier chapitre traite de la conception détaillée d’un amplificateur distribué a savoir, le
choix du transistor parmi ceux déja modélisés par notre méthode dans la premiére partie, le
nombre optimal de transistors, I'impédance caractéristique des lignes artificielles et partant leur
fréquence de coupure. Le calcul détaillé des éléments de I'amplificateur a été effectué dans ce
chapitre, de méme on y traite de Pinfluence des éléments parasites sur les performances de
I"amplificateur calculé.

Nous lerminons avee une parlie amélioration des performances de notre amplificateur.



